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H. TOMASZEWSKI: Nowe metody technologn ceramicznef

Zapotrzebowanie na materiaty o specjalnych wtasciwosciach doprowadzito do rozwoju wielu no-
wych, niekonwencjonalnych technologn ceramicznych. Naleza do nich: spiekanie pod cisnieniem,
wysokotemperaturowe prasowanie swobodne 1 wyciaganie. W artykule omowiono szczegoly te
chniczne wymienionych metod oraz uzyskiwane efekty technologiczne.

K. WIETESKA, 2. SZMID, S. SZARRAS, J. CZESZKO: Defekty struktury w krysztatach ADP
{NH, H, PO,

W pracy przedstawiono rezultaty badan defektow struktury krystalicznej monokrysztatow ADP.
Badania wykonano metoda rentgenowskiej topografii odbiciowej przy uzyciu spektrometru z po
dwojnym krysztatem.

Stwierdzono obecnosé zolowanych obszarow zaburzonych w sektorach wzrostu oraz strukture
pasmowa 0 zmiennym parametrze

Opisano zmiany szybkosci wzrostu pus..zegolnych sektorow€011> oraz ruch izolowanych obsza-
row zaburzer 1 granic sektorow podczas wzrostu krysztatu.

K. MAJCHER: Nowa metoda identytikacji typu dyslokacj na podstawie topografu rentgenowskiej
Langa

Przedstawiono oryginalna metode identyfikacji wektora osi dyslokacji, wykorzystujaca program
na maszyne cyfrowa. Metode mozna zastosowac w przypadku roznych krysztatow, roznych ich
orientacji, a takze w transmisyjnej mikroskopt elektronowe,

W.HOFMAN, M. PAWLOWSKA, W. WIERZCHOWSK |, u. v+« sUWSKI: Badan.e defektow krystalo-
graticznych generowanych w trakcie operacj, wytwarzana tranzystora p-n-p

W pracy przedstaw:ono wynik. obserwacj: defektow krystalograficznych tranzystora p-n-p po wy
branych etapach procesu technologiccnego. Badania prowadzono metodami topografi rentge
nowskiej oraz metoda obserwacji powierzchn, probek przed  po selektywnym trawieniu chemicz
nym. Badama rentgenowskie wykonywano kolejno na tych samych probkach, co pozwoliio prze
sledzic zmiany w konfiguracj wygenerowanych wczesniej defektow. Wynik. uzyskane z roznych
metod badawczych umozliwity blizsze wytiumaczen.e mechanizmow odpowiedzialnych za po
wstawanie « kinetyke niektorych defektow. W preypadku dyslokacj niedopasowania, charaktery
stycznych uszkodzer. badanego tranzystor a, dyskusje wynikuw eksperymentalnych poparto ana
l.ca teoretyczna stanowiaca vogulnienie model. Matthewsa [17, 151 do uktadu: krysztat podiozo
vy-warstwa dyfuzyjna
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H. TOMASZEWSKI: A new method. of ceramic technology

A new techniques are being introduced to make a special ceramic materials such as the hot-pres-
sing, hot-forging and hot-extrusion.
In article a technical detail of these methods and realized technological objectives are described.

K. WIETESKA, Z. SZMID, S. SZARRAS, J. CZESZKO: Structure defects in ADP (NH, H, PO,) single
crystals

In the work the results of the study concerning the structure defects in the single crystals of ADP
are presented. The investigations were performed using the X-ray reflection topography and the
precise double crystal X ray spectrometer. :
The presence of the distirbed and i1solated regions in the growth sectors and the stripe structure
with an inconstant ¢ ,,, parameter are observed.

The changes of the giuwth velocity in the separated sectors<0112> the movement of the isoiated
and disturbed regions and the sector boundaries during the growth process are described.

K. MAJCHER: The new identification method of the dislocation type based on the Lang topography

The original identification method of dislocation axis with using cornputer programming are pre
sented. This method may be used for the different crystals differ in structure and orientation both
for the X-ray transmission topography and the transmission electron microscopy.

W. HOEMAN, M. PAWLOWSKA, W. WIERZCHOWSKI, J. WASOWSKI: Exam:nation of crystallo-
graphic defects during p-n-p transistor process technology

Experimental findings of crystallographic defects in chip transistors after selected processes are
described. Investigations by means of X-ray topographic methods and preferential etchung met

hod were made. X ray .nvestigations were made one after the another on the same slices. itena-
bled observation of changes n the shapes and distributions of detects which had been generated
before. Results obtained from various methods gave a possibility for an explanation of the phe

nomenons responsible for nucleation and kinetics defects. According to misfit dislocations, speci

fic defects of the transistor having been examined, a discussion of experimental results was sup

ported by theoretical analysis which is the generalization ot Matthews models for substrate-diffu

sion layer system.
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X. TOMAWEBCKW: Hoesie memoos: kepomuveckold mexHonouu

[MoTpebHoCTV B KEPaMNUECKMX MaTEpUanax co cneumdrmyecknmMmn CBOMCTBAMW NPUBENIU K Pa3BUTHIO
HOBbIX, KEPAMUYECKUX TEXHONOMMIA. [TPUHAANEXAT K HUM: CNEeKaHMe NOA AaBNERUEM, BbICOKOTEMMNE-
paTypHaA KOBKA U BbITArMBaHWe. B cTaTbe onncaHo TexHnueckne AeTany NPUMBEAEHHbIX METOA U NO-
Ny4EeHHbIE TEXHONOrnyeckme 3eKThbl.

K. BET3CKA, 3. WIMWNA, C. WAPPAC, . YHEWKO  Aeheximsr Kpucmannuyeckol cmpyKmypsl Mo
HoKkpucmanno8 ADP (NH, H, PO,)

B pabote npeAcTaBneHbl pe3ynbTathl UCCNEAOBAKMIA AeDEKTOB KPUCTANMUYECKOW CTPYKTYPbl MOHU
kpuctannos ADP. WccnenoBanvna Npovw3soavnnUCs METOAOM PEHTTEHOBCKOMW OTPaXaTeNbHON TONO-
rpacuv Npu UCNONN30BaHNN CNEKTPOMETPE C ABOWHbIM KDUCTANNOM. Y CTaHOBNEHO Cy LECTBOBAKME
V30NMPOBAHHbIX BO3MYLLEHHbIX 0ONacTelt B CEKkTope BO3PaCcTanWA a TakXKe 30HKYIO CTPYKTypy O ne-
PEMEHHOM napametpe py  OnucaHbl N3MEHEHNA CKOPOCTM POCTa OAAefbHbIX cekTopos<011>, a
TaKXe ABMKEHNE U30NMpPUBAHHbIX 06NacTen NoBpPEeXAEHNA 1 FPaHU L CEKTOPOB BO BPEMA POCTa KpUC-
Tanna.

K. MAVIXEP: Hogsid memod udeHmugpukouuu muna oucnoKayuu Ha ocHoee monoepaguu flaHea

MNpeactasnen opuriHanbHbIA METOA MABHTM MM KALMM BEKTOPA OCY AUCNOKaLUM NPV NOMOLLM NPO-
rpammel AnNA UM POBON MALINHDbI.
MeToa MOXHO NPpMMEHAT ANA PasHbIX KPUCTASINOB, Pa3NUYHbIX OPUEHTAUMUN, AaXE B TPAHCMUCHOH-
HOW 3NEKTPOHHOW MUKPOCKONUW.

B. XOOMAH, M. NABMOBCKA, B. BEXXXOBCKW, A. BOHCOBCKW: Uccnedoearue kpucmannoepagu-
veckux deghekmas, hopMUPOEaHHbIX 6 NPOYECCe U320MOeNeHuUA MPOHIUCMOPa P-N-p

HactoAwan pabota npeactasrineT pesynbTathl HabnioAeHWA kpuctannorpaguyeckux aedekTos
TPaH3NCTOpa p-n-p nocne v3bpakHbix 3TaN0B TEXHONOIMYECKOTO npouecca. Uccneaosalna Goinm
npoBeAEHbl METOAOM PEHTIFEHOBCKOW Tonorpagun u metoaom HabnoaeHna nosepxroctn o6pas-
LLOB Nepea 1 Nocne CeneKTUBHOr0 XMMUYECKOro TpaBneHua. PEHTreHoBCKkMeE nccneaoBaHnA Npose-
AeHbl NooYepeaHo Ha Tex ke obpa3uax, YTo NO3BONUNO NPOCNEAUTL M3MEHEHUA B DOPMax U pasno-
XEHNAX CPOPMMPOBAHHBIX PaHblie AeeKTOB. Pe3ynbTaTbl, NONYYEHHbIE NO Pa3HbiM NCCNeaoBaTe-
NbCKUM METOAaM Aann BO3MOXHOCTb TOYHEE N3 bACHUTL MEXAHN3MbI, OTBETCTBEHHbIE 38 0O pa3osa-
HUE N KNHETUKY HEKOTOPbIX AedEeKTOB.

B cnyyae Avcnokauvn HECOOTBETCTBUA, XapaKTEPHbIX NOBPEXAEHUA NCCNEAYyEMOro TpaHaucTopa,
ofcyxaenne IKCNEPUMEHTanNbHbIX PEe3ynbTatos OBOCHOBAHO TEOPETUYECKUM  aHanu3om,
ABNRAIOIWMMCA ob6obwenvem moaenu Metioca ﬁ?, 18] ANA CXeMbl: NoAnoOXka — Anddy3noHHaA
nnexka.



INFORMACJA DLA AUTOROW

W celu utatwienia prac redakcyjnych zwigzanych z przygotowaniem materiatu do druku redak-

cja prosi Autorow o przestrzeganie podanych nizej wskazowek:

L.
2.

12.

13.

14.

Obijetosci artykutow w zasadzie nie powinny przekracza¢ 10-15 stron maszynopisu.

Artykuty powinny by¢ napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jednostronniez inter-
linig (co drugi wiersz), z marginesem 3,5 cm z lewej strony, duza czcionka. Na arkuszu nie po-
winno byc¢ wiecej niz 31 wierszy po 65 znakow. Wszystkie strony powinny by¢ numerowane.

Na marginesie tekstu nalezy zaznaczyc miejsca, w ktorych powinny by¢ umieszczone rysunki
i tabele.

. Wszystkie tabele i zestawienia (unikacé zbyt duzych) nalezy wykonywac osobno (nie w maszy-

nopisie catego artykutu), w 4 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerowac kolejno.
U gory kazdej tabeli podac¢ tytut objasniajacy.

. Artykuty nalezy nadsyta¢ w 4 egzemplarzach; powinny by¢ dotaczone do nich krotkie stresz-

czenia w jezyku polskim, rosyjskim i angielskim (rowniez w 4 egzemplarzach).

. Artykuty powinny w zasadzie by¢ podzielone logicznie na czesci, a w czesci koncowej winny

by¢ sformutowane wnioski. Tytutéw rozdziatow nie nalezy podkresla¢. W miare moznosci
unikac podziatu artykutu na oddzielnie zatytutowane czesci.

. Rysunki powinny by¢ nadsytane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz zatgczone od-

dzielnie w usztywnionej kopercie. Spisy rysunkdéw zawierajace teksty napisow pod rysunkami
nalezy sporzadzac oddzielnie (niezaleznie od tekstu artykutow), w 4 egzemplarzach. Rysunki
nalezy wykonywac na przezroczystej kalce drukarskiej.

. Fotografie powinny by¢ ostre i wykonane na biatym btyszczagcym papierze fotograficznym.

Numery fotografii i powiekszenie nalezy podawacé na odwrocie—otéwkiem. Numeracjg nalezy
objac rysunkiifotografietgcznie (nie stosowaé oddzielnej numeracji dla rysunkow i oddzielne;j
dla fotografii).

. Po zakonczeniu artykutu nalezy podac wykaz literatury, wymieniajac kolejno nazwisko autora

i pierwsze litery imion, petny tytut dzieta lub artykutu, tytut czasopisma, nr tomu i zeszytu,
miejsce wydania i rok, ewentualnie numer strony. Pozycje wykazu literatury winny byé nume-
rowane, w tekscie powotania na numer pozycji w nawiasach kwadratowych, np. [1]

Stownictwo techniczne, jednostki miar, skroty najwazniejszych oznaczen wielkosci we wzo-
rach itp. powinny by¢ zgodne z terminologig przyjeta przez Polskie Normy, Miedzynarodowy
Uktad Miar (S!) oraz z innymi obowigzujgcymi przepisami.

. Maszynopis powinien by¢ bezwarunkowo przejrzany i czytelnie popraW|ony przez Autora.

Poprawek na stronie nie powinno by¢ wiecej niz 5.
Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbed-
nych skrotéw, korekty stylistycznej itp.

Fakt nadestania pracy do wydrukowania w ,,Materiatach Elektronicznych’” uwazany jest za
rownoznaczny z oswiadczeniem Autora, 2e praca nie byta drukowana ani wystana do druko-
wania w zadnym innym czasopismie krajowym lub zagranicznym.

Autorzy proszeni sa o doktadne podawanie adresu i numeru telefonu celem tatwiejszego po-
rozumiewania sie i ewentualnego przestania naleznego honorarium.
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